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木 原 紳 嗣
我々の研究室では,昭和58年度より電子衝突を用いた光子衝突による吸収,あるいは電離
などの光電子分光のシミュレーションを行なう実験装置の設計,製作を行なってきたoそ手で
当日はこの実験装置に関する報告を行なう｡
電子衝突の場合,標的との衝突による入射電子の運動量移行ベクトルがゼロの極限では,一
般化振動子強度は光学的振動子強度に収束することが知られている｡このことから標的の励起,
電離エネルギーに対して十分大きなェネルギーを持っ入射電子を用いて,その前方散乱された
電子を観測することにより,光学的振動子強度を実験的に求めることができる｡ 本装置は,主
に内殻過程に関する研究に使用することを目的としているため,入射電子のエネルギーは最大
10keV程度を.目標とした｡また,その前方散乱電子は,2段の平均軌道半径52m の擬似半
球型エネルギー分析器1)によってエネルギー分析される･｡
また光電離の実験では,前方散乱電子と放出電子との同時計測が不可欠となり,そのために
放出電子のエネルギー分析用に上述と同タイプのエネルギー分析器を用意した｡装置の概要を
Fig.1に示す｡
この装置は,同型の分析器を4組,及び高エネルギー加速,減速のための多電極の電子レン
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